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DISPOSITIF DE MAINTIEN D 1 UN OB JET SOUS VIDE ET PROCEDES 
DE FABRICATION DE CE DISPOSITIF, APPLICATION AUX 
DETECTEURS INFRAROUGES HON REFROIDIS 

5 DESCRIPTION 

DOMAINE TECHNIQUE 

La presente invention concerne un 
dispositif de maintien d'un objet sous vide ainsi que 
des precedes de fabrication de ce dispositif. 

10 Elle s' applique notamment au maintien sous 

vide d'un detecteur infrarouge non refroidi ou d'un 
ensemble de tels d^tecteurs. 

Un detecteur infrarouge non refroidi 
comporte generalement un element sensible qui peut etire 

15 chauffe par un rayonnement infrarouge dans la bande II 
(3 jam a 5jim) ou dans la bande III (8|im 3. 12p,m) , 
caracteristique de la temperature et de l'emissivite 
des corps observes. L ? augmentation de la temperature de 
1 1 element sensible engendre une variation d'une 

20 propriete electrique du materiau de cet element 
sensible. 

On observe par exemple 1' apparition de 
charges electriques par effet pyroelectrique , ou une 
variation de capacite par changement de la constante 
2 5 dielectrique, ou encore une variation de la resistance 
du mat§riau qui peut etre semi- conduct eur ou 
metallique . 

Un f onctionnement performant d'un detecteur 
infrarouge non refroidi necessite que trois conditions 
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principales soient satisfaites en ce qui concerne le 
material! de 1' element sensible : 

- ce dernier doit avoir une faible masse 

calorif ique, 

-une-- bonne - - isolation, .thermique doit 

exister entre la couche active de cet element et le 
support de cette couche active, les deux premieres 
conditions impliquant une utilisation de couches 
minces , et 

- il doit exister une forte sensibilite de 
l'effet de conversion de 1 1 echauf f ement en un signal 
electrique . 

Des imageurs infrarouges monolithiques 
fonctionnant a temperature ambiante sont fabriques en 
connectant directement une matrice d 1 elements sensibles 
a un circuit de multiplexage en silicium de type CMOS 
ou CCD. 

Un detecteur thermique peut §tre encapsule 
sous vide ou sous un gaz peu conducteur de la chaleur 
pour augmenter les performances de ce detecteur. Le 
boitiez- d' encapsulation comporte alors une fenetre 
transparente dans la bande III* 

^operation d 1 integration dans un boitier, 
ou micro-boitier, classique est delicate en ce qui 
concerne son rendement et, de plus, elle est 
relativeraent couteuse . Aussi des techniques 
d 1 encapsulation collective ont-elles ete proposees pour 
pallier ces difficultes. 

Cependant, ces techniques presentent 
egalement des limitations qu'il convient de prendre en 
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compte pour reduire les couts et ameliorer la duree de 
vie des micro-boltiers d 1 encapsulation. 

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

Dans le domaine de 1 1 encapsulation 
collective sous vide de detecteurs infrarouges non 
refroidis, on cherche des techniques d r encapsulation 
permettant d 1 ameliorer signif icativement le rendement 
d 1 integration des detecteurs, tout en conservant un 
haut niveau de performance de ceux-ci et en r^duisant 
leur cout. 

On se reportera au document suivant : 
[1] US 5 895 233A, Higashi et al.. 

Integrated silicon vacuum micropackage for infrared 

devices . 

Ce document divulgue 1 1 encapsulation 
collective de dispositifs infrarouges (emetteurs ou 
detecteurs) par couplage d'une tranche ("wafer") de 
tels dispositifs avec une tranche de fenetres 
transparentes au rayonnement infrarouge, afin de 
realiser une micro-encapsulation sous vide ou sous un 
gaz peu conducteur de la chaleur. 

Parmi les avantages potentiels de cette 
technique connue figurent le cout et 1 1 encombrement 
reduit. En effet, ce dernier se limite typiquement a 
l'epaisseur de deux tranches de silicium. 

La liaison entre les deux tranches est 
realis^e pref erentiellement par un cordon, ou film, de 
soudure qui d'une part assure I'^tancheite et d ! autre 
part determine, selon son epaisseur, 1 ' ecartement entre 
les deux composants du micro-boitier que l'on forme. 
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Le film de soudure re suite d ! un depot sous 
vide, par la technique de pelage ("lift off"), ou d'une 
gravure apres depot du materiau de soudure. Ce film 
peut provenir d'une preforme convenablement 
5 posrtionnee. - 

Pour maintenir une pression residuelle 
acceptable a 1 1 interieur du micro-boitier, il est 
necessaire d ! employer des materiaux dont le taux de 
degazage n'est pas excessif . 
10 Cependant, meme avec un taux de degazage 

relativement faible, il est utile, voire obligatoire, 
d'introduire un materiau getter dans le micro-boitier 
pour adsorber les gaz emis par les differentes surfaces 
qui s'y trouvent car 1 1 accroissement de la pression 
15 degrade l 1 isolation thermique des micro-ponts que 
comportent les dispositifs encapsules . 

A cet effet, on propose, dans le document 
[1], d'introduire dans le micro-boitier, sur le circuit 
detecteur ou emetteur ou sur les fenetres, des films de 
20 baryum, de vanadium, de fer, de zirconium, ou 
d ? alii ages de ces materiaux. 

Pour §tre rendus act if s, de tels materiaux 
doivent §tre portes a haute temperature pendant une 
courte periode, soit par effet Joule soit par un 
25 faisceau laser, sans toutefois chauffer outre mesure 
les dispositifs detecteurs ou emetteurs ni les 
fenetres . 

Il est avantageusement suggere de d^poser 
un materiau getter, plus simplement appele "getter 11 , 
30 sur des micro-ponts reserves a cet usage, afin de 
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confiner 1 1 echauf f ement uniquement a ce materiau 
getter. 

Cependant, l ! eniploi de getters pour obtenir 
le vide et assurer son maintien, vide qu f il convient 
eg a 1 ement de confiner pour limiter l'eventuelle 
pollution des elements sensibles tels que les micro- 
ponts, accroit la surface des puces ("chips") de 
detection (ou d* emission) au detriment du nombre de 
puces par tranche, et ce d f autant plus qu'il est 
difficile de les activer avec un bon rendement sans 
depasser la temp6rature acceptable par le circuit de 
detection (ou d 1 emission), ce qui est done compens6 par 
un volume ou une surface de getter plus important. 

Ainsi, dans la technique connue par le 
document [1] , les getters utilises prennent de la place 
et ne permettent pas une miniaturisation suffisante. 

Typiquement, la longueur et la largeur des 
cavites, dont il est question dans le document [1] , 
sont sensiblement egales et comprises entre quelques 
millimetres et quelques dizaines de millimetres, et la 
hauteur de ces cavites va de quelques micrometres 3. 
quelques centaines de micrometres selon le cas. 

Ces petites dimensions ne permettent pas 
d'utiliser les moyens classiques d 1 incorporation du 
materiau getter (par exemple queusot en metal ou en 
verre, contenant ce materiau, ou filament de ce 
materiau place dans le micro-boxtier et activ6 par 
ef fet Joule) . 

De plus, la technique divulguee par le 
document [1] est unitaire et couteuse. 
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EXPOSE DE L' INVENTION 

La pre sent e invention a pour but de 
remedier aux inconvinients resultant de 1 1 utilisation 
que l'on fait des getters dans cette technique du 
5 document [1] . 

L ! invention permet d'integrer, de maniere 
collective, un materiau getter dans le procede de 
fabrication de dispositifs de detection infrarouge non 
refroidis, de maniere a reduire le cout de ces 
10 dispositifs. 

L 1 invention consiste a placer le materiau 
getter en dessous du circuit de lecture associe aux 
detect eurs, ce qui ne fait pas perdre de place, et a 
relier ce materiau, par au moins un passage aussi petit 
15 que possible, a la cavite ou le vide doit etre 
maintenu. 

L 1 utilisation de la face inactive du 
circuit de lecture, communement appelee "face arriere", 
permet de mettre en oeuvre un procede de fabrication 

2 0 plus avantageux en termes de cout de production. 

Plus generalement, la presente invention 
propose un dispositif et des precedes de fabrication de 
celui-ci, permettant de maintenir un objet sous vide 
dans une cavite sans encombrer cette derniere. 
25 De fa<pon precise, la pr<§sente invention 

concerne un dispositif de maintien d f un objet sous 
vide, ce dispositif comprenant une cavite etanche, qui 
contient I 1 objet et dans laquelle est fait le vide, 
cette cavite etant delimitee par un premier support, 

3 0 dont une premiere face forme le fond de la cavite, et 

par un deuxierae support qui est fixe a cette premiere 
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face de fa<pon etanche, le dispositif comprenant en 
outre un getter destine a pieger des gaz susceptibles 
de se trouver dans la cavit<§, 

ce dispositif etant caracterise en ce que 
5 le getter est place a 1 1 exterieur de la cavite et 
contenu dans un logement etanche qui est reli<§ a cette 
cavity par au moins un passage etanche . 

Selon un mode de realisation particulier du 
dispositif objet de 1' invention, la premiere face du 
10 premier support porte de l 1 objet. 

Selon un autre mode de realisation 
particulier, la premiere face du premier support porte 
l 1 objet, ce dernier etant un emetteur ou un recepteur 
de rayonnetnent infrarouge non refroidi ou un ensemble 
15 de tels emetteurs ou recepteurs, et le deuxieme support 
est apte a laisser passer le rayonnement infrarouge'. 

Selon un mode de realisation prefere du 
dispositif objet de I 1 invention, le logement est forme 
dans une deuxieme face du premier support, opposee §l la 
2 0 premiere face, et le passage etanche est forme i. 
travers le premier support pour relier le logement a la 
cavite. 

De preference, le logement est 

hermetiquement ferine par au moins une couche d'un 
2 5 mater iau etanche. 

Lies parois du logement sont de preference 
recouvertes d'au moins une couche de protection du 
premier support vis-a-vis du getter. " 

Cette couche de protection peut etre faite 
30 d'un materiau choisi parmi SiO,SiN et Si 3 N 4 . 
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Le getter peut etre fait a partir d'un 
materiau choisi parmi le titane, le molybddne, le 
baryum, le tantale, le zirconium, le fer et le 
vanadium . 

■* 5 - La presente invention cone erne aussi * un 
procede de fabrication du dispositif de 1' invention, 
dans lequel 

- on forme l'objet sur la premiere face du 
premier support , 

10 - on forme le logement dans la deuxieme 

face de ce premier support, 

- on forme le getter dans ce logement, 

- on enferme hermetiquement le getter dans 

ce logement , 

15 - on forme le passage a travers le premier 

support, 

- on met sous vide 1' ensemble ainsi obtenu, 

- on fixe, de facpon etanche, sous vide, le 
deuxieme support a la premiere face du premier support, 

20 et 

- on active le getter. 

La presente invention concerne en outre un 
procede de fabrication du dispositif de I 1 invention, 
dans lequel 

25 - on forme I'objet sur la premiere face du 

premier support, 

on forme le logement dans la deuxieme 
face de ce premier support, 

- on forme le getter dans ce logement, 

3 0 - on forme le passage §. travers le premier 

support , 
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on fixe de fa<?on etanche, sous une 
atmosphere quelconque, le deuxieme support i. la 
premiere face du premier support, 

- on met sous vide 1 1 ensemble ainsi obtenu, 
5 par pompage a travers le getter et le passage, 

- on enferme hermetiquement le getter dans 
le logement, et 

- on active le getter. 

La pre sent e invention concerne aussi un 
10 autre procede de fabrication du dispositif de 
1* invention, dans lequel l'objet est un composant 
comprenant un emetteur ou un recepteur de rayonnement 
infrarouge non refroidi, ou une pluralite de tels 
composants, le deuxieme support etant apte a laisser 
15 passer le rayonnement infrarouge, un circuit de lecture 
£tant associe & ce composant ou a cette plurality de 
tels composants et forme sur le premier support, et 
dans lequel 

on forme le logement dans la deuxieme 
20 face du premier support, 

- on forme le circuit de lecture et 1 1 on 
forme le getter dans le logement, pendant des etapes 
initiales de formation du circuit de lecture, ces 
etapes initiales supportant une haute temperature, mais 

25 avant des 6tapes finales de formation du circuit de 
lecture, 

- on forme l'objet sur la premiere face du 
premier support, 

- on enferme hermetiquement le getter dans 

3 0 le logement, 
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- on forme le passage a travers le premier 

support , 

- on met sous vide 1 1 ensemble ainsi obtenu, 

- on fixe de fagon etanche, sous vide, le 
5 - deuxieme support a la premiere face du premier support / 

et 

- on active le getter. 

La presente invention concerne en outre un 
autre procede de fabrication du dispositif de 

10 l f invention, dans lequel l'objet est un composant 
comprenant un emetteur ou un recepteur de rayoimement 
infrarouge non refroidi, ou une pluralite de tels 
composants, le deuxieme support etant apte §. laisser 
passer le rayonnement infrarouge, un circuit de lecture 

15 etant associe a ce composant ou a cette pluralite de 
tels composants et forme sur le premier support, et 
dans lequel 

on forme le logement dans la deuxieme 
face du premier support, 

20 - on forme le circuit de lecture et 1 1 on 

forme le getter dans le logement, pendant des etapes 
initiales de formation du circuit de lecture, ces 
etapes initiales supportant une haute temperature, mais 
avant des etapes finales de formation du circuit de 

25 lecture, 

- on forme l ! objet sur la premiere face du 
premier support, 

- on forme le passage a travers le premier 

support , 
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on fixe de fagon etanche, sous une 
atmosphere quelconque, le deuxieme support §l la 
premiere face du premier support, 

- on met sous vide 1 r ensemble ainsi obtenu, 
5 par pompage a travers le getter et le passage, 

- on enferme herm^tiquement le getter dans 
le logeraent et 

- on active le getter. 

10 BREVE DESCRIPTION DU DESSIN 



la lecture de la description d'exemples de realisation 
donnes ci-aprds, §l titre purement indicatif et 
nullement limitatif, en faisant reference a la figure 
15 unique annexe e qui est une vue en coupe schematique et 
partielle d'un mode de realisation particulier du 
dispositif objet de 1' invention. 

EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION PARTICULARS 

20 Dans un exemple de l r invention, on veut 

maintenir sous vide un ensemble de composants 
constitues P^- r des detecteurs ou des emetteurs 
infrarouges non refroidis, elabores sur la face active 
d'un circuit de lecture. 

25 Conformement a un mode de realisation 

prefere de 1 ' invention, on utilise la face opposee a 
cette face active du circuit de lecture pour implanter 
le materiau getter. 



30 contact avec le materiau getter et debouchent dans la 
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cavite ou se trouve 1" ensemble des composants, 
permettent de creer et/ou de maintenir le vide dans 
celle-ci . 

Ce concept prolonge 1 1 utilisation 

5 systematique -des techniques de la- microelectronique sur 
un semi-conducteur tel que le silicium, jusqu'a 1 1 etape 
de creation de la cavite. 

La notion de cavite s'entend au sens large, 
puisque 1 1 on peut aussi bien s 1 interesser a 
10 1 1 encapsulation collective d'un dispositif constitue de 
detecteurs qu 1 a 1 1 encapsulation individuelle de 
detecteurs disposes sous la forme d'une matrice. 

Cette approche concerne toutes les 
dimensions de boxtier sous vide. Cependant , elle est 
15 particulierement adaptee aux boitiers de tres faibles 
dimensions, dans lesquels il est difficile d T introduire 
puis d'activer un getter solide a proximite du 
dispositif a encapsuler, sans deteriorer ce dispositif. 

La figure unique annexee est une vue en 
2 0 coupe schematique d'un objet encapsule sous vide 
conf ormement a I 1 invention. 

Cet objet est un ensemble d f elements 
emetteurs ou detecteurs de rayonnement 2 , par example 
des microbolometres . 
25 Cet ensemble est forme sur une premiere 

face d'un substrat semi-conducteur 4 comportant le 
circuit de lecture 5 associe aux elements. La vue en 
coupe est prise dans un plan perpendiculaire a ce 
circuit de lecture. 
30 Cette premiere face, ou face avant, est 

pourvue de metallisations telles que la metallisation 
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6, permettant de relier electriquement le circuit de 
lecture i. 1 1 ensemble des composants . 

En plus du substrat 4, le dispositif 
permettant de maintenir l 1 ensemble des elements 2 sous 
vide comprend un autre substrat 8, ou fenetre, apte a 
laisser passer le rayonnement R destine a §tre detecte 
ou emis par les elements ou composants 2. Ce substrat 8 
est fixe de fagon gtanche au substrat 4, par 
1 1 intermediaire d'un cordon de scellement 10. 

Plus precis^ment, le substrat 4 comporte 
une couche electriquement isolante 12 qui s 1 etend sur 
la face avant du substrat 4, autour de 1 1 ensemble des 
composants 2 et au-dessus des metallisations, et le 
cordon de scellement 10 s ! appuie sur cette couche 
isolante 12, cornme on le voit sur la figure annexe e . 

En outre, le substrat 8 comporte un 
evidement 14 qui, lorsque ce substrat 8 est scelle au 
substrat 4, definit une cavite 16 contenant les 
composants 2 . 

Du cote de sa face arriSre (qui est opposee 
a sa face avant ) , le substrat 4 comporte un evidement 18 
qui s 1 etend sensiblement sous toute la zone occupee par 
la cavite 16. 

Un materiau getter 22 est place dans 
1 1 evidement 18. Une ou plusieurs couches de barriere 20 
recouvrent les parois de 1 ■ evidement 18 et servent a 
proteger le matlriau constitutif du substrat 4 vis-a- 
vis du materiau getter 22. 

Une ou plusieurs autres couches de barriere 
24 sont formees sur la face arriere du substrat 8 pour 
enfermer de fagon etanche ce materiau getter 22 dans la 
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cavite qui est definie par l'evidement 18 et cette 
couche 24. 

Conf ormement a 1' invention, un ou plusieurs 
canaux 2 6 traversent le substrat 4 et la ou les couches 
de "barriere '20 pour mettre ' eri communication cette 
cavite et 1' autre cavite 16, de maniere a pouvoir 
maintenir le vide dans cette cavite 16 grtce au 
materiau getter. 

On connait divers procedes de fabrication 
de detecteurs ou emetteurs elementaires de rayonnement 
infrarouge, tels que des microbolometres par exemple, 
et il n'est pas necessaire de les rappeler. II convient 
cependant de noter que le procede de fabrication 
utilise pour fabriquer les composants 2 n'est pas 
toujours compatible avec la technologie d 1 implantation 
et de mise en oeuvre du getter. 

Rappelons qu'un getter, egalement appele 
"fixateur de gaz n r est un materiau poreux qui peut etre 
transports a 1 1 air : une couche superf icielle va se 
saturer et bloquer le phenomene de piegeage. II suffit 
de chauffer ce materiau a une temperature specifique 
pour que les impuretes piegees en surface diffusent 
vers le coeur du materiau pour rendre la surface a 
nouveau operationnelle . 

Dans 1« invention, la surface du getter est 
calculee pour qu'elle puisse "absorber" toutes les 
impuretes susceptibles d'apparaitre dans la cavite 
contenant le dispositif a maintenir sous vide (c'est a 
dire la cavite 16 contenant les composants 2 dans 
l'exemple represente) au cours du f onctionnement de ce 
dispositif . 
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A la limite, si le getter venait quand meme 
a etre sature, il suffirait de le reactiver par une 
nouvelle <§16vation adequate de sa temperature pour 
obtenir un getter a nouveau efficace. 

Un getter est elabore a partir de materiaux 
qui, une fois actives, capturent les molecules de gaz 
residuel- Ainsi, ils adsorbent, absorbent et/ou piegent 
les molecules de gaz emises par les parois de la cavite 
durant la vie du produit a maintenir sous vide. 

Les materiaux getter prefer6s sont : le 
titane, le molybdene, le baryum, le tantale, le 
zirconium, le fer et le vanadium. 

Ils se presentent le plus frequemment sous 
la forme de poudres frittees ou de films realises par 
serigraphie, L 1 elaboration de tels materiaux implique 
alors un recuit autour de 800 °C dans un four a 
ultravide . 

Ces materiaux peuvent etre egalement 
deposes en couches minces par les techniques usuelles 
de la microelectronique, telles que 1 1 Evaporation et la 
pulverisation. 

Ces materiaux sont alors actives in situ 
car, une fois ejectes de la source ou de la cible dans 
le vide, ils ne rencontrent pas d'autres especes sur 
leur parcours. Ils doivent done etre parfaitement 
encapsules pour preserver leur efficacite de pompage 
apres remise a l'air. 

Le materiau getter 22 de la figure annexee 
est depose dans la cavite correspondante par l'une des 
techniques mentionnees ci-dessus. Prealablement le 
materiau semi-conducteur du substrat 4 qui supporte le 
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circuit de lecture est, comme on l'a vu, protege par 
1 ' intermediaire d'une ou de plusieurs couches-barrieres 
par exemple constituees de SiO, SiN ou Si 3 N 4 * 

Une fois depose, et si cela est necessaire, 
5 le- materiau getter" est planarise* par des technique's 
connues de I'homme du metier, telles qu'un polissage 
mecanique, mecanochimique ou electrochimique, avant ou 
apres un recuit sous vide. 

Finalement le materiau est encapsule par 
10 une ou plusieurs couches-barrieres afin de le proteger 
def initivement de 1 1 atmosphere ambiante . 

Selon son mode de fabrication, 

1 1 integration du getter sur la face arridre du substrat 
portant le circuit de lecture est realisee durant les 
15 phases de traitement de face avant ou de face arriere 
du procede de fabrication de 1 1 ensemble . 

Le traitement de face arriere est constitue 
d'etapes technologiques qui peuvent se derouler a de 
hautes temperatures, tandis que le traitement de face 
20 avant ne peut supporter et ne necessite que des 
traitements thermiques qui ne depassent pas 450 °C et 
incluent, par exemple, la fabrication de detecteurs non 
ref roidis . 

II est done imperatif d'introduire 
25 judicieusement les etapes d r integration du getter dans 
le procede de fabrication de l 1 ensemble afin d'obtenir 
des materiaux getter de grande qualite et de ne 
deteriorer ni les composants 2 ni les circuits de 
lecture . 

Un detecteur thermique encapsule sous vide 
conformement a 1 1 invention est * constitue du micro- 
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boitier decrit precedemment (assemblage des substrats 
et du getter) , conduisant a un composant optimise en 
termes d ' encombrement et de cout. 

Les elements de ce detecteur peuvent avoir 
une architecture matricielle, permettant de faire de 
1 r imagerie inf rarouge . 

Dans un mode de realisation prefere, un 
procede de fabrication conforme a 1' invention conserve 
un aspect collectif jusqu'au composant termine, integre 
dans un micro-boitier sous vide. 

Pour r§aliser un assemblage collectif, on 
utilise deux substrats : 

une tranche ("wafer") de detecteurs 
infrarouges non refroidis sur un circuit de lecture en 
silicium, tranche au dos de laquelle est pratique un 
evi dement qui est ensuite rempli d'un materiau getter, 
et 

. - une tranche de fenetre pour rayonnement 
inf rarouge (par exemple en Si, Ge ou ZnS) . 

Ces substrats sont pr€alablement elabores 
separement, en utilisant les techniques usuelles de la 
micro-electronique . 

Ainsi les cavites dans la tranche de 
circuit de lecture et dans la tranche de fenetre sont- 
elles formees par des procedes de gravure chimique ou 
de gravure par plasma. De meme, le ou les orifices 
permettant 1 ! evacuation des gaz residuels vers le 
getter sont formes par de tels procedes. 

A titre purement indicatif et nullement 
limitatif, l'epaisseur de la tranche de circuit de 
lecture se situe autour de SOOpim, la profondeur des 
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cavites se situe entre 5jim et 200|j,m et l'epaisseur de 
la tranche de fenetre est comprise entre 10 0|im et 2mm 
selon sa nature et le format des detecteurs. 

Les materiaux metalliques (tels que Ti, 
5 "TIN, Pt, Al, Au, W r Ni'/ In, Sn, * InPb, SnPb par 
exemple) , qui constituent les plots metalliques 
d' interconnexion, les cordons de scellement et leur 
embases, sont deposes par pulverisation cathodique, 
depot chimique en phase vapeur ("chemical vapour 

10 deposition") ou evaporation. 

Ces diverses metallisations sont definies 
par des procedes de gravure chimique ou de gravure par 
plasma ou par un procede de pelage ("lift off"). 

Les couches de materiaux, qui sont 

15 isolantes (couches de SiO, SiN ou Si 3 N 4 par exemple) 
et/ou constituent une barriere pour la diffusion, sont 
obtenues par decomposition thertnique (LPCVD) ou par 
decomposition par plasma (PECVD) . L'epaisseur de ces 
couches est par exemple comprise entre 0,05jj.tti et 5|Llm. 

2 0 Pour obtenir N micro-boxtiers , une tranche 

portant N circuits de lecture et N ensembles de 
detecteurs elementaires sur sa face avant et N cavites 
contenant du getter sur sa face arriere est scellee 
sous vide avec une tranche comportant N fenetres, en 

25 utilisant la technique la plus appropriee . 

Apres ce scellement, la decoupe est 
effectuee deux fois afin de separer les N micro- 
boitiers : 

- une premiere fois pour separer les N 

30 fenetres et 
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- une deuxieme fois pour separer les N 

boitiers . 

L 1 activation du getter est effectuee in 
situ, lors du scellement, ou avant decoupe ou apres 
decoupe, de fa<?on qu'a 1" issue de cette phase 
d r activation, le niveau de vide (pression residuelle) 
dans la cavite soit inferieur ou egal a IPa. 

Donnons encore des exemples de precedes 
conformes a I 1 invention, permettant la fabrication du 
dispositif de la figure annexe e . 

Dans un premier exemple, 

- on forme les elements 2 sur la face avant 

du substrat 4 , 

- on forme 1 ' evidement 18 muni de la couche 
20 dans la face arriere de ce substrat 4, 

- on forme le getter 2 2 dans cet evidement, 

- on enferme hermet iquement le getter dans 
ce dernier par la couche 24, 

- on forme le ou les canaux 26 a travers le 

substrat 4 , . 

- on met sous vide 1 1 ensemble ainsi obtenu, 

- on scelle le substrat 8 a la face avant 

du substrat 4 et 

- on active le getter. 
Dans un deuxieme exemple, 

- on forme les elements 2 sur la face avant 

du substrat 4, 

- on forme 1 'evidement 18 muni de la couche 
28 dans la face arriere de ce substrat 4, 

- on forme le getter 22 dans cet evidement, 
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- on forme le ou les canaux 2 6 a travers le 

substrat 4, 

- on scelle le substrat 8 a la face avant 
du substrat 4 sous une atmosphere quelconque, 

. . 5 . - .on. met . sous .. vide . 1 [ ensemble . ainsi .obtenu 

par pompage a travers le getter 22, 

- on enferme hermet iquement le getter dans 
son evidement par la couche 24, et 

- on active le getter. 

10 Dans un troisieme exemple, 

- on forme 1' evidement 18 muni de la couche 
2 0 dans la face arriere du substrat 4, 

- on forme le circuit de lecture 5 et l'on 
forme le getter 22 dans 1 ■ evidement pendant des Stapes 

15 initiales de formation du circuit de lecture 5, ces 
etapes initiales supportant une haute temperature, mais 
avant des etapes finales (metallisation) de formation 
du circuit de lecture, 

on forme les elements 2, sur la face 

20 avant du substrat 4, 

- on enferme hermet iquement le getter dans 
1' evidement par la couche 24, 

- on forme le ou les canaux 2 6 a travers le 

25 substrat 4, 



- on met sous vide l l ensemble ainsi obtenu, 



- on scelle le substrat 8 a la face avant 



du substrat 4 et 



30 



- on active le getter. 
Dans un quatrieme example , 
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- on forme 1 1 evidement 18 muni de la couche 
20 dans la face arriere du substrat 4, 

- on forme le circuit de lecture 5 et 1 1 on 
forme le getter 22 dans 1 1 Evidement pendant des etapes 
initiales de formation du circuit de lecture 5, ces 
etapes initiales supportant une haute temperature, mais 
avant des etapes finales (metallisation) de formation 
du circuit de lecture, 

- on forme les elements 2, sur la face 

avant du substrat 4, 

- on forme le ou les canaux 26 a travers le 

substrat 4, 

- on scelle le substrat 8 a la face avant 
du substrat 4 sous une atmosphere quelconque, 

- on met sous vide 1 1 ensemble ainsi obtenu 
par pompage a travers le getter 22, 

- on enferme hermetiquement le getter dans 
son evidement par la couche 24, et 

- on active le getter. 

Pour activer le getter hermetiquement 

w • 

enferme dans sa cavite, on le chauffe a une temperature 
compatible avec les differents elements du dispositif 
(circuit de lecture, composants, cordon de scellement 
) • 

La presente invention n'est pas limitee au 
maintien sous vide de detecteurs infrarouges non 
ref roidis . 

Tous les detecteurs de . rayonnement ainsi 
que les capteurs mesurant des grandeurs physiques et 
les dispositifs qui doivent fonctionner sous un vide 
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plus ou moins pousse peuvent prof iter d'une 
encapsulation conforme a l 1 invention. 
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REVEND I CAT I ONS 
1. Dispositif de maintien d'un objet sous 
vide, ce dispositif comprenant une cavite etanche (16) , 
qui contient 1' objet (2) et dans laquelle est fait le 
vide, cette cavite etant delimitee par un premier 
support (4) , dont une premiSre face forme le fond de la 
cavite, et par un deuxidme support (8) qui est fixe a 
cette premiere face de faqon etanche, le dispositif 
comprenant en outre un getter (22) destine a pieger des 
gaz susceptibles de se trouver dans la cavite, 

ce dispositif 6tant caracterise en ce que 
le getter (22) est place a l'exterieur de la cavite 

(16) et contenu dans un logement etanche (18) qui est 
relie a cette cavite par au moins un passage §tanche 

(26) . 

2.. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
dans lequel la premiere face du premier support (4) 
porte 1 ' objet (2) . 

3. Dispositif selon la revendication 1,. 
dans lequel la premiere face du premier support (4) 
porte 1' objet (2)'/ : ce dernier etant un emetteur ou un 
recepteur de rayonnement infrarouge non refroidi, ou un 
ensemble de tels emetteurs ou recepteurs, et le 
deuxieme support (8)"* est apte a laisser passer le 
rayonnement infrarouge (R) . 

4. Dispositif selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 3, dans lequel le logement (18) est 
forme dans une deuxieme face du premier support (4) , 
opposee a la premiere face, et le passage etanche (26) 
est forme a travers le premier support (4) pour relier 
le logement (18) a la cavite (16) . 
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5. Dispositif selon la revendicat ion 4, 
dans lequel le logement (18) est hermetiquement ferme 
par au moins une couche (24) d 1 un materiau etanche . 

6. Dispositif seion 1 'une quelconque des 
5 revendicat ions 4- et - 5, dans lequel les - parois du 

logement (18) sont recouvertes d ! au moins une couche 
(20) de protection du premier support (4) vis-a-vis du 
getter (22) . 

7. Dispositif selon l'une quelconque des 
10 revendicat ions 4 a 6, dans lequel cette couche de 

protection (20) est faite d'un materiau choisi parmi 
SiO, SiN et Si 3 N 4 . 

8. Dispositif selon l'une quelconque des 
revendicat ions 1 a 7, dans lequel le getter (22) est 

15 fait a partir d'un materiau choisi parmi le titane, le 
molybdene, le baryum, le tantale, le zirconium, le fer 
et le vanadium. 

9. Procede de fabrication du dispositif 
selon I 1 une quelconque des revendicat ions 1 a 8, dans 

20 lequel 

- on forme l ! objet (2) sur la premiere face 
du premier support (4) , 

on forme le logement (18) dans la 
deuxieme face de ce premier support (4) , 
25 - on forme le getter (22) dans ce logement, 

- on enferme hermetiquement le getter dans 

ce logement, 

- on forme le passage (26) a t ravers le 
premier support, 

30 - on met sous vide 1 1 ensemble ainsi obtenu, 




- on fixe de fa<?on etanche, sous vide, le 
deuxieme support (8) a la premiere face du premier 
support, et 

- on active le getter (22) . 

10. Procede de fabrication du dispositif 
selon 1 1 une . quelconque des revendications 1 a 8, dans 
lequel 

- on forme l'objet (2) sur la premiere face 

du premier support (4) , 

on forme le logement (18) dans la 
deuxieme face de ce premier support (4) , 

- on forme le getter (22) dans ce logement, 

- on forme le passage (26) a travers le 

premier support (4), 

on fixe de fagon etanche, sous une 
atmosphere quelconque, le deuxieme support (8) a^ la 
premiere face du premier support, 

- on met sous vide 1 ' ensemble ainsi obtenu, 
par pompage a travers le getter et le passage, 

- on enferme hermet iquement le getter (22) 
dans le logement (18) , et 

- on active le getter (22) . 

11. Procede de fabrication du dispositif 
selon la revendication 1, dans lequel l'objet est un 
composant comprenant un emetteur ou un recepteur de 
rayonnement infrarouge non refroidi, ou une pluralite 
de tels composants, le deuxieme support (8) etant apte 
a laisser passer le rayonnement infrarouge (R) , un 
circuit de lecture etant associe a ce composant ou a 
cette pluralite de tels composants et forme sur le 
premier support, et dans lequel 
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on forme le logement (18) dans la 
deuxieme face du premier support (4) , 

- on forme le circuit de lecture et l'on 
forme le getter (22) dans le logement, pendant des 

. ...5l etapes initiales de formation du circuit- de- lecture, 

ces etapes initiales supportant une haute temperature, 
mais avant des etapes finales de formation du circuit 
de lecture, 

- on forme l'objet (2) sur la premiere face 
10 du premier support, 

- on enferme hermetiquement le getter dans 

le logement, 

- on forme le passage (26) a travers le 
premier support , 

15 - on met sous vide l 1 ensemble ainsi obtenu, 

- on fixe de fagon etanche, sous vide, le 
deuxieme support (3) a la premiere face du premier 
support , et 

- on active le getter (22) . 

20 12 . Procede de fabrication du dispositif 

selon la revendication 1, dans lequel l'objet est un 
composant comprenant un emetteur ou un recepteur de 
rayonnement infrarouge non refroidi, ou une pluralite 
de tels composants, le deuxieme support (8) etant apte 

2 5 a laisser passer le rayonnement infrarouge (R) , un 

circuit de lecture etant associe a ce composant ou a 
cette pluralite de tels composants et forme sur le 
premier support, et dans lequel 

on forme le logement (18) dans la 

3 0 deuxieme face du premier support (4) , 



B 14062.3 PV 



m • 

27 

on forme le circuit de lecture et 1 1 on 
forme le getter (22) dans le logement, pendant des 
etapes initiales de formation du circuit de lecture, 
ces etapes initiales supportant une haute temperature, 
5 mais avant des etapes finales de formation du circuit 
de lecture, 

- on forme l'objet (2) sur la premiere face 

du premier support, 

- on forme le passage (26) a travers le 

10 premier support (4) , 

on fixe de fagon etanche, sous une 
atmosphere quelconque, le deuxieme support (8) a la 
premiere face du premier support, 

- on met sous vide 1' ensemble ainsi obtenu, 
15 par pompage a travers le getter et le passage, , 

- on enferme hermet iquement le getter (£2) 
dans le logement (18) , et 

- on active le getter (22) . 
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